
SOLUZIONE

a) La tensione del gate e’ fissata dal partitore di resistenze al valore
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Calcolo ID ipotizzando il PMOS in zona di saturazione:
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Quindi ID=927µA.

VGS0V-|VTp|=-1VVGS=-2V

PMOS on
(canale lato source)

PMOS off
(no canale lato source)

VGD0V-|VTp|=-1VVGD=-2V

PMOS ohmico
(canale lato drain)

PMOS saturo
(no canale lato drain)

VGD=+4V


